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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  43/10     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月24日(2010.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁化方向が固定可能であり、強磁性材料を備える固定磁化部と、
　前記固定磁化部の上に配置され、高バンドギャップ金属酸化物と低バンドギャップ金属
酸化物からなるトンネルバリア層と、
　前記トンネルバリア層の上に配置され、磁化方向が変化可能であり、強磁性材料からな
る自由磁化部と、
　を有することを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項２】
　前記トンネルバリア層は、前記固定磁化部および前記自由磁化部と接し前記高バンドギ
ャップ金属酸化物からなる少なくとも２層の高バンドギャップ層と、前記高バンドギャッ
プ層間に挟まれる低バンドギャップ金属酸化物から成る低バンドギャップ層を有すること
を特徴とする請求項１記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項３】
　前記高バンドギャップ金属酸化物は、酸化マグネシウムを含み、
　前記低バンドギャップ金属酸化物は、酸化亜鉛ないしは酸化カドミウムのうち少なくと
もいずれか１つを含むことを特徴とする請求項１ないし２記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項４】
　磁化方向が固定可能であり、強磁性材料を備える固定磁化部と、
　前記固定磁化部の上に配置され、高バンドギャップ金属酸化物と低バンドギャップ金属
酸化物からなるトンネルバリア層と、
　前記トンネルバリア層の上に配置され、磁化方向が変化可能であり、前記磁化方向に応
じて情報を記録し、強磁性材料からなる自由磁化部と、
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　を有することを特徴とする磁気抵抗効果メモリ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】磁気抵抗効果素子および磁気抵抗効果メモリ
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、磁気抵抗効果素子および磁気抵抗効果メモリに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
素子抵抗の低抵抗化を実現することが可能な磁気抵抗効果素子、センシング能力をより向
上させた磁気抵抗効果メモリを提供することを目的とする。
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